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C3根据layer时的走线不同容值稍有不同
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Y1晶振使用2*6或3*8或49S封装时参数如下:
12MHZ±10PPM,负载电容为20pF
原理图中C4电容为30PF,C3电容为24P
C3根据Layer走线不同其值稍有不同

Y1晶振使用贴片3225封装时参数如下:
12MHZ±10PPM,负载电容为12pF
原理图中C4电容为15PF,C3电容为12PF
C3根据Layer走线不同其值稍有不同
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